' Centro Universitario

¥, v de la Defensa
==

FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA

Examen 12 Convocatoria. Primer Parcial (2015-2016)

Apellidos, Nombre:
Compaiia: Seccion AGM: Grupo CUD:
Fecha: 2/2/2016

Rellene sus datos personales
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EJERCICIO 1 (3.5 puntos)

Dado el siguiente circuito basado en dos diodos y dos diodos zener.

Tome los siguientes datos:

e R=3000Q +
e Paralos diodos: I V
o Tensién umbral 0.6 V A o

o Intensidad maxima 60 mA
e Paralos zeners:

o Tensién umbral V, =0.8V

o Tension de ruptura |Vz| =5.4V —

o Intensidad maxima en directa 75 mA

o Potencia maxima 270 mW

a) Defina los limites entre regiones de los diodos en funcion de Vo.

b) Calcule la relacion entre la tensién Vo y la intensidad I, la cual puede circular en ambos
sentidos (—oo, + ).

c) Calcule la intensidad Ix maxima y minima para la cual se alcanza la limitaciéon de
corriente maxima de los diodos.

CUESTION 1 (2 puntos)

Cuando la temperatura de un semiconductor de Ge intrinseco se modifica de 300K a 310K,
su conductividad se incrementa un 50%.

Calcular:
a) Laanchura de su banda prohibida, E,.

b) En el caso del silicio, Si, de Eg = 1.12 eV, ;cual es el porcentaje de cambio de su
conductividad para el mismo cambio de temperatura?

Sea un bloque de un material semiconductor base de Germanio. Calcule la concentracién de
portadores, la posicion del nivel de Fermi y la conductividad a temperatura ambiente (300 K):
c) Para el caso intrinseco.

d) Con un dopaje mixto homogéneo de impurezas donadoras Np = 8 10 cm3 y
aceptadoras Na=4 1017 cm3

e) Calcule la conductividad si se ilumina el semiconductor del apartado d hasta que se
triplica el nimero de huecos.

Datos:
q=1.6101C k=86.210°eV/K
Germanio:
N¢=1.02 10'° cm3, Ny = 5.64 1018 cm3, p, = 3900 cm?/(Vs), pup = 1820 cm?/(Vs)
Silicio:

N¢=2.82101 cm=3, Ny =1.83 10'° cm=3, p, = 1350 cm?/(Vs), pp = 500 cm?/(Vs)
Nota: Considerar que estos datos no dependen de la temperatura
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EJERCICIO 2 (4.5 puntos)

Sea el siguiente circuito basado en dos transistores bipolares NPN, donde todos los
condensadores son de desacoplo.

[1=6 mA, Vcc =15V, V; fuente de tension alterna
NPN: B¢ = 200, considere Vge = 0.7 V si la unién BE esta en directa
R1=1.8kQ, R2=2.5kQ, R3 =0.68 kQ, R4 = 0.5 k), Rs = 20 kQ, Rs = 0.5 kQ, R, = 4 kQ, Rs =2 kQ)
a) En qué region nunca estara el transistor T». Justifique su respuesta.
b) Calcular el punto de polarizacion. Resolver sin despreciar la corriente de base.
c) Representar el modelo de pequefia sefial del circuito.

d) Obtener larelacidn Vo/Vyez del circuito en pequefia sefial.

e) Obtener la ganancia maxima (A= Vo/Vi) del circuito en pequeiia sefial.

I
e r=£ Vy = 25.8mV

gm=VT i Im
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